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1.はじめに 

 ダイヤモンドライクカーボン（DLC）膜は低

摩擦係数を有することから、エンジン等の摺動

部におけるコーティング材として応用されて

いる。シリコンが含まれた DLC（Si-DLC）膜

は従来の DLC 膜に比べ、低い摩擦係数を示す

ことが報告されている[1]。また、膜中に水素の

含まれない水素フリーDLC 膜も低摩擦係数を

示すことが報告されている[2]。Si-DLC 膜は、

主に炭化水素系ガスを原料とした CVD法によ

り成膜されているが、スパッタリング法を用い

た水素フリーSi-DLC 膜に関する報告はほとん

どない。 

本研究では、独立したカーボン及びシリコン

ターゲットを用いた二元スパッタリング法に

より、水素フリーSi-DLC 膜の成膜を行った。

シリコンターゲットへの印加電力を変化させ

て、膜中の Si含有量と摩擦特性を評価した。 

2.実験方法 

 Fig.1 に本研究で用いた二元マグネトロンス

パッタ装置を示す。シリコンターゲットに RF

電源を、カーボンターゲットに DC 電源を接続

した。アルゴンガス流量 4sccm、圧力 0.5Pa、

電極間距離 84mm とした。DC 電圧を 550V、

基板への負バイアス電圧を 100V とし、RF 電

力を 0 から 35W まで変化させた。摩擦係数は

ボールオンディスク試験機を用いて測定した。 

3.実験結果 

 Fig.2にXPSで測定した膜中の Si/C含有比率

と摩擦係数の RF電力依存性を示す。Si/C比は

RF 電力の増加に伴い増加した。摩擦係数は減

少し、RF電力 20Wのとき最小値 0.078を示し

た。25Wを超えると 0.4以上となり、摩擦試験

中に Si-DLC 膜が摩滅した。Si含有量が過剰に

なると、DLC 膜の構造が乱れ摩滅しやすい膜

になることが示唆された。 
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Fig.1 Schematic diagram of dual magnetron 

sputtering equipment. 

Fig.2 Si/C content and friction coefficient as a 

function of RF power. 
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